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В работах [1-2] исследовалось влияние одноосной деформации на характеристики кремниевых лазеров ТГц диапазона частот. Было показано увеличение интенсивности выходного излучения и уменьшение пороговой интенсивности накачки на 1-2 порядка величины. Такое поведение объяснялось целым рядом факторов, среди которых рост эффективности накачки верхнего рабочего 2p состояния и снижение поглощения ТГц излучения D- центрами. Ввиду возникновения анизотропии сечения фотовозбуждения нейтрального и отрицательно заряженного доноров в деформированном кристалле кремния, появляется возможность воздействовать на систему с помощью поляризации накачивающего излучения. Целью настоящей работы является экспериментальное исследование влияния поляризации накачки на эффективность фотовозбуждения носителей заряда и изменение внутренних потерь, вызванных поглощением отрицательно заряженными донорами.
В работе представлены экспериментальные зависимости интенсивности стимулированного ТГц излучения и фототока в кремнии, легированном донорами V-группы (Sb, P, As, Bi), от поляризации накачивающего CO2 излучения для различных значений одноосной деформации сжатия (0–3 кбар) вдоль направления [100]. Исследована зависимость величины поглощения D- центрами в деформированном кремнии для различных поляризаций накачки, где в качестве зондирующего сигнала использовалось фоновое (комнатное) излучение. Полученные зависимости демонстрируют рост влияния поляризации CO2 кванта на исследуемые величины с ростом деформации и качественно совпадают с теоретическими оценками.
Литература

[1] Ковалевский К.А., Жукавин Р.Х., Цыпленков В.В., Шастин В.Н., Абросимов Н.В., Риман Г., Павлов С.Г., Хьюберс Г.-В., ФТП, том 47, выпуск 2, с. 199 (2013)
[2]
К. А. Ковалевский, Н. В. Абросимов, Р. Х. Жукавин, С. Г. Павлов, Г. -В. Хьюберс, В. В. Цыпленков, В. Н. Шастин, Квант. электрон., том 45, номер 2, с. 113–120 (2015)

